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Ukrainska fizyka poniosta ogromnag strate - 18 grudnia 1998 roku
nieoczekiwana i przedwczesna $mier¢ zabrata z naszego grona znanego
fizyka, laureata Nagrody Panstwowej Ukrainy w dziedzinie nauki
i techniki, cztionka Akademii Szkét Wyzszych Ukrainy oraz Ukrainskiej
Akademii Komunikacji , doktora habilitowanego, profesora, dyrektora
Instytutu Fizyki Do$wiadczalnej Uniwersytetu Lwowskiego im. |. Franka -
Wiodzimierza Sawickiego.

V.G. Savitski urodzit sie¢ 19 maja 1930 roku w miescie Dubrowycia
(obecnie obwod réwnienski) w rodzinie pracownika stuzb miejskich. Jego
ojciec za udziat w walce narodowo-wyzwolericzej podczas |l wojny
Swiatowej byt represjonowany przez wtadze radzieckie i zmart na zestaniu
w roku 1953.

Po ukoriczeniu szkoty $redniej V. Savitski w roku 1947 rozpoczyna studia
na Wydziale Fizyczno - Matematycznym Uniwersytetu Lwowskiego, ktére
konczy z wyréznieniem w roku 1952.

Aktywng dziatalno$¢ naukowg rozpoczyna V. Savitski w Instytucie
Naukowo-Badawczym Przemystu Maszyn Naftowych w Angarsku
(Rosja), gdzie zostat skierowany po ukonczeniu studiéw. V. Savitski
prowadzit tam badaia poswigcone fizycznym i technicznym problemom
destrukcji metali w niskich temperaturach. Jako miody naukowiec
doktadnie zbadat wiasciwosci stali w niskich temperaturach,
przeanalizowat mechanizmy destrukcji niskotemperaturowej metali.
Wyniki tych badan zostaly zebrane w pracy doktorskiej, obronionej

w 1962 roku. Przedstawiono je takze w monografii  pt:
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.Niskotemperaturowa destrukcja stali oraz cze$ci maszyn " (Moskwa,
,Maszynostrojenije”, 1969, w jezyku rosyjskim), napisanej razem z K.V.
Popovem.

W roku 1964 V.G. Savitski wygrywa konkurs na stanowisko docenta
w Katedrze Fizyki Potprzewodnikéw Uniwersytetu Lwowskiego,
a w latach 1970-1975 staje na czele tej Katedry. W Katedrze Fizyki
Poétprzewodnikéw V. Savitski rozpoczyna szereg badan z zakresu fizyki
i technologii wzrostu monokrysztatbw materiatéw tlenkowych, ktére
posiadajg réoznego rodzaju przej$cia fazowe, a w szczegolnosci przejscie
metal-potprzewodnik. Jego prace, po$wiecone  mechanizmowi
polaronowego przewodnictwa w monokrysztatach tlenkowych, datly
podstawe do oryginalnych opracowan urzadzen elektronicznych
z ujemnym oporem roéznicowym. W tym okresie opracowat réwniez
metode wysokoczestotliwosciowego rozpylania plazmowego stuzgca
otrzymywaniu cienkich warstw ZnO, ktére znajdujg zastosowanie
w naddzwigkowych przetwarzaczach akustycznych. Byt takze odkrywca
nowego segnietoelektryka Ba-Sr-niobanu oraz materiatow tlenkowych
o ztozonej strukturze pasmowej , a takze granatow.

Na poczatku lat 70-tych gtéwne zainteresowania naukowe
V.G. Savitskiego stanowiq potprzewodniki z waskg przerwg
energetyczng. Na bazie zwigzkow typu A;Bg, opracowat On zasady fizyko
- chemicznej technologii wzrostu epitaksjalnego tych zwigzkéw.
W oparciu o nie konstruowat detektory podczerwieni.

Zaproponowana przez V. Savitskiego dwustrefowa metoda
izotermicznego wzrostu epitaksjalnego warstw potprzewodnikowych
CdHgTe pozwolita unikngé szeregu probleméw technologicznych,
zwigzanych miedzy innymi z kontrolg ci$nienia rteci w trakcie wzrostu
tych warstw i umozliwita otrzymanie wysokiej jakosci struktur
epitaksjalnych. Mimo wielkiego postepu w technologii epitaksjalnej

CdHgTe i opracowania szeregu nowych metod epitaksji, metoda ta dzieki
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swej prostocie oraz powtarzalnosci wynikéw do dzi$ jest wykorzystywana
przy produkcji wysokiej jakosci detektorow promieniowania
podczerwonego.

W tym okresie pod kierownictwem naukowym V.G. Savitskiego zostata
opracowana oryginalna metoda otrzymywania warstw CdHgTe przy
pomocy wysokoczestotliwosciowego rozpylania w plazmie rteciowe;.
Kompleks opracowan technologicznych, poswieconych szerokiej gamie
potprzewodnikdw A,Bg, taczyt sie z badaniami wiasciwosci struktury
warstw galwanomagnetycznych, optycznych oraz fotoelektrycznych.
Wyniki tych badan zostaty zebrane w pracy habilitacyjnej obronionej
w 1982 roku.

W roku 1985 otrzymuije tytut profesora.

Za szereg prac doswiadczalnych o znaczeniu podstawowym w zakresie
potprzewodnikow z waskg przerwa energetyczng, prof. V.G. Savitski
w 1986 roku zostaje odznaczony Nagrodg Panstwowag Ukrainy
w dziedzinie nauki i techniki.

Bedac kierownikiem Katedry Wiedzy o Materiatach Radioelektronowych
(1984-1989) prof. V.G. Savitski w 1986 roku staje na czele specjalnego
biura konstrukcyjno - technologicznego ,Magnon” przy Uniwersytecie
Lwowskim, na bazie ktérego w 1991 roku utworzono Instytut Fizyki
Doswiadczalnej. W szesciu laboratoriach naukowo-badawczych Instytut
prowadzi badania w zakresie poéiprzewodnikow z waskg przerwg
energetyczng, nowych materiatdbw magnetycznych, optoelektronicznych
oraz detektorow promieniowania jonizujgcego, cieczy potprzewo-
dnikowych oraz metali. Badania nad tymi materiatami byly wykorzysty-
wane przy konstruowaniu wielu urzgdzen detekcyjnych i pomiarowych.
Dziatalnos¢ naukowa V.G. Savitskiego w Instytucie Fizyki Doswiadczainej
koncentrowata sie przede wszystkim na opracowaniu czujnikéw
promieniowania podczerwonego dla systemow termowizji i termografii.

Badania w tej dziedzinie prowadzono w ramach programu Ministerstwa
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Oswiaty Ukrainy i wymagaly wspotpracy z wieloma osrodkami
naukowymi, ktorej doskonatym koordynatorem byt prof. V. Savitski.
Rezultatem tych badan byto opracowanie zasad fizyko-technologicznych
produkcji przemystowej detektorow podczerwieni.

Prof. V. G. Savitski w tym okresie swego zycia byt inicjatorem badan
eksperymentainych nad  pdlprzewodnikami z waskg przerwq
energetyczna, ktérych celem bylo poznanie mechanizméw wzrostu
warstw epitaksyjnych z mozliwoscia ich modyfikacji z udziatem
jonizujgcego  promieniowania laserowego oraz szybkich zmian
termicznych.

Pod kierownictwem prof. V.G. Savitskiego poszerzono prace z zakresu
symulacji teoretycznej proceséw fizycznych w strukturach o zmiennej
przerwie, w ktérych przewidziano teoretycznie zjawisko promieniowania
antystoksowskiego w skrzyzowanych polach elektrycznych i magne-
tycznych.

W dorobku naukowym Profesora jest 300 prac, wsrod nich 2 monografie
i 23 swiadectwa autorskie i patenty. Pod jego kierownictwem obroniono
18 prac doktorskich i 1 habilitacyjna.

Prof. V.G. Savitski podejmowat wiele prac dydaktyczno-pedagogicznych
i naukowo-organizacyjnych. Prowadzit szereg kurséw specjalistycznych
dotyczacych probleméw aktualnej wiedzy (o} materiatach
potprzewodnikowych i przemystu urzadzen potprzewodnikowych. Wiedzg
swojq dzielit sie ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego im. |. Franka,
Politechniki Lwowskiej oraz w Wyzszej Szkoly Pedagogicznej
w Czestochowie.

Prof. V. G. Savitski byt zastepcg przewodniczacego Rady Ekspertéw
Fizyki Ministerstwa Oswiaty Ukrainy, cztonkiem sekcji fizycznej Komitetu
d/s Nagréd Panstwowych Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki, cztonkiem
Rady Ekspertéow Wyzszej Komisji Atestacyjnej Ukrainy, cztonkiem

specjalnym Rady Naukowej przy Uniwersytecie Lwowskim oraz
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Sumskim, cztonkiem kolegiow redakcyjnych czasopism ,Ukrainskij
Fizycznyj Zumal’, ,Fizyczna Elektronika”, ,Fizyka Napiwprowidnikéw,
Kwantowa i Optoelektronika”. Inicjowat i organizowat wiele konferencji
z fizyki i technologii materaitéw potprzewodnikowych. Byt takze cztonkiem
Ukrainskiego i Amerykanskiego Towarzystwa Fizycznego oraz
Europejskiego Towarzystwa Radiofizycznego.

Centrum Bibliograficzne Cambridge przyznato prof. V.G. Savitskiemu tytut
,Cztowieka roku 1997". Prof. V. G. Sawicki jest ujety w prestizowym
spisie bibliograficznym ,Who is who in the world”.

W roku 1998 przyznano prof. V.G. Savitskiemu grant Miedzynarodowego
Funduszu Naukowego jako jednemu z najwybitniejszych uczonych
Ukrainy.

Wraz ze $miercig Prof. V. Sawickiego tracimy znanego, niezwykle
zdolnego fizyka, wspaniatego i madrego ale bardzo skromnego
i serdecznego cztowieka.

Pamie¢ o Nim na zawsze pozostanie wérdd nas.
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